Oponentsky posudek diplomové prace Jifiho Jancidlka nazvané Depozice a charakterizace tenkych
vrstev systému As-S

V poslednich desetiletich na sebe soustfedi amorfni chalkogenidy pozornost jak ze strany zakladniho
vyzkumu, tak ze strany vyvijenych aplikaci. Zminit lze naptiklad holografické paméti, fotonické a
optoelektronické komponenty (fotonické krystaly, optické difrakéni prvky), elementy vyuzivajici
nelinedrni optické jevy (zdroje superkontinua), pfipadné pak vinovody v IR spektralnim oboru.
Funkénost téchto zafizeni je podminéna podrobnou znalosti fyzikdlné-chemickych vlastnosti
pouZitych chalkogenidovych materidld. Dal$im dlleZitym aspektem uspésné aplikovatelnosti
nanostrukturovanych prvki na bazi chalkogenidi je hledani alternativnich (levnéjsich, dostupnéjsich)
metod jejich pfipravy ve formé tenkych vrstev a moznosti jejich nasledného paternovani. Z téchto
pohledu je téma predloZené prace velmi aktudini.

Priace pojednadva o chalkogenidech systému As-S, konkrétné ve sloZeni AsizoS7zo, AsasSes, AS40Seo a
zaméfuje se na jejich pripravu ve formé tenkych vrstev pomoci dvou rozdilnych depozi¢nich metod:
vakuového napafovdni a odstredivého liti (spin-coating). Nadeponované vrstvy byly vystaveny
fizenému Zihani v oboru teplot 75°C-120°C a nasledné charakterizovany co do chemického sloZeni
(EDX), vnitini struktury s ohledem na usporadani na kratkou vzdalenost (Ramanova spektroskopie) a
optickych vlastnosti (transmisni optickad spektroskopie). V tomto ohledu byly splnény viechny body
zadani diplomové prace. Autor navic, nad rdmec zadani, studoval vliv kinetiky leptani pfipravenych
tenkych vrstev a jejich laterarni strukturovani pomoci elektronové litografie svyhodnocenim
ziskanych profillt pomoci AFM.

Vykonand experimentalni prace je, jak na Urovni syntézy zakladnich objemovych materidll a depozice
vrstev, tak na urovni jejich charakterizace, znaéné rozsahla. Diskuse vysledkl je podrobna,
srozumitelnd a vhodné podioiend vysledky literdrni reSerSe. Z mého pohledu lze tuto praci a jeji
vysiedky povaZovat za prvni, pfitom viak velmi dileZity krok k naslednému aplika¢né motivovanému
strukturovani chalkogenidovych As-S vrstev, ke kterému je pfislu$na védecka skupina experimentalné
plné vybavena. Zjazykového a formadlniho hlediska konstatuji, ze je prace napsana Citelné a
srozumitelné s minimem pieklepl. Upozornil bych pouze na to, Ze se vobsahu neobjevila 4.
Zavérelna kapitola.

Z mého pohledu prace splfiuje viechny pozadavky na diplomovou praci kladenou a z vy3e uvedeného
doporucuji praci pfijmout k obhajobé s klasifikaci vyborné (stupen A).

Zbyde-li pti obhajobé prostor, potom navrhuji nasledujici otazky:

1. Vztah (9) je uvedeny bez reference. Mohl byste ho blize komentovat? Vétsinou se pro
optickou propustnost tlusté vrstvy uddva vztah T= [(1-R)%*exp(-ad))/ [1-RZexp(-2ad)], )
Pankove, Optical Processes in Semiconductors, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New
Jersey, 1971.

2. V préci nebyla diskutovana lateralni homogennost, pfipadné tloustkovd uniformita, vrstev
pfipravenych metodou spin-coating, coZ je pro nasledné aplikace jeden zddlezitych
parametrd. Mohl byste toto diskutovat?
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